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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板と、
　前記基板の上に配設され、略第１方向に伸びる複数本の第１信号線と、
　前記複数本の第１信号線の上に配設されるゲート絶縁膜と、
　前記ゲート絶縁膜の上に配設される複数の第１電極と、
　前記第１信号線と電気的に接続されており、前記ゲート絶縁膜および前記第１電極を有
する薄膜トランジスタと、
　前記薄膜トランジスタと接続されており、前記薄膜トランジスタからデータ電圧が印加
される複数の画素電極と、
　前記画素電極と第１絶縁層を挟んで重なり合う共通電極と、
　を備え、
　前記画素電極および前記共通電極のうちのいずれか一方は面状であり、他方は前記面状
の電極と重なり合う複数の枝電極を有し、
　前記画素電極の前記第１方向の長さは、前記画素電極の前記第１方向に垂直な第２方向
の長さよりも長く、
　前記複数の枝電極は前記第１信号線に略並ぶように伸び、
　前記共通電極は、前記第１信号線と重なり合う部分を有し、
　前記共通電極の前記第１信号線と重なり合う部分は、前記第１信号線に沿って形成され
た開口部を有する液晶表示装置。



(2) JP 6373596 B2 2018.8.15

10

20

30

40

50

【請求項２】
　基板と、
　前記基板の上に配設され、略第１方向に伸びる複数本の第１信号線と、
　前記複数本の第１信号線の上に配設されるゲート絶縁膜と、
　前記ゲート絶縁膜の上に配設される複数の第１電極と、
　前記第１信号線と電気的に接続されており、前記ゲート絶縁膜および前記第１電極を有
する薄膜トランジスタと、
　前記薄膜トランジスタと接続されており、前記薄膜トランジスタからデータ電圧が印加
される複数の画素電極と、
　前記画素電極と第１絶縁層を挟んで重なり合う共通電極と、
　を備え、
　前記画素電極および前記共通電極のうちのいずれか一方は面状であり、他方は前記面状
の電極と重なり合う複数の枝電極を有し、
　前記画素電極の前記第１方向の長さは、前記画素電極の前記第１方向に垂直な第２方向
の長さよりも長く、
　前記複数の枝電極は前記第１信号線に略並ぶように伸び、
　前記共通電極は、前記第１信号線と重なり合う部分を有し、
　前記第１信号線は、前記薄膜トランジスタにゲート信号を伝達するゲート線を備える液
晶表示装置。
【請求項３】
　基板と、
　前記基板の上に配設され、略第１方向に伸びる複数本の第１信号線と、
　前記複数本の第１信号線の上に配設されるゲート絶縁膜と、
　前記ゲート絶縁膜の上に配設される複数の第１電極と、
　前記第１信号線と電気的に接続されており、前記ゲート絶縁膜および前記第１電極を有
する薄膜トランジスタと、
　前記薄膜トランジスタと接続されており、前記薄膜トランジスタからデータ電圧が印加
される複数の画素電極と、
　前記画素電極と第１絶縁層を挟んで重なり合う共通電極と、
　を備え、
　前記画素電極および前記共通電極のうちのいずれか一方は面状であり、他方は前記面状
の電極と重なり合う複数の枝電極を有し、
　前記画素電極の前記第１方向の長さは、前記画素電極の前記第１方向に垂直な第２方向
の長さよりも長く、
　前記複数の枝電極は前記第１信号線に略並ぶように伸び、
　前記共通電極は、前記第１信号線と重なり合う部分を有し、
　前記第１信号線に略並ぶように伸び、前記第１信号線と同じ層に配設される複数本の共
通電圧線をさらに備え、
　前記共通電極は前記共通電圧線と接続されている液晶表示装置。
【請求項４】
　前記ゲート絶縁膜の上に配設され、前記第１電極と接続されており、前記ゲート線と交
差する複数本のデータ線をさらに備え、
　前記薄膜トランジスタは、
　前記第１電極と対向し、前記画素電極と接続されている第２電極と、
　前記第１電極および前記第２電極と重なり合う半導体と、
　をさらに備える請求項１～３のいずれかに記載の液晶表示装置。
【請求項５】
　前記半導体は、酸化物半導体を含む請求項４に記載の液晶表示装置。
【請求項６】
　前記複数本の第１信号線と前記複数本の共通電圧線は、前記第２方向に沿って交互に配
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列されている請求項１～５のいずれかに記載の液晶表示装置。
【請求項７】
　前記第２方向に配列された複数の画素電極を有する１画素行の画素電極は、前記複数本
のデータ線のうち一対の第１および第２データ線に交互に接続されており、
　前記一対の第１および第２データ線が伝達するデータ電圧の極性は互いに反対である請
求項６に記載の液晶表示装置。
【請求項８】
　前記第１信号線と前記共通電極との間に配設される絶縁層は、有機絶縁物質を含んでい
ない請求項７に記載の液晶表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、液晶表示装置に係り、特に、二つの電場生成電極が同じ基板の上に配設され
る液晶表示装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　液晶表示装置は、現在最も幅広く用いられているフラットパネル表示装置の一つであり
、画素電極と共通電極など電場生成電極が形成されている二枚の表示板と、これらの間に
挟持されている液晶層と、を備える。液晶表示装置は、電場生成電極に電圧を印加して液
晶層に電場を印加し、これにより液晶層の液晶分子の配向を決定し、入射光の偏光を制御
することにより映像を表示する。液晶表示装置の透過率は、液晶分子が上手に制御される
ほど高くなり得る。
【０００３】
　一方、液晶表示装置の各画素電極は、ゲート線とデータ線などの信号線と接続されてい
るスイッチング素子と接続されている。スイッチング素子は、薄膜トランジスタなどの三
端子素子であり、出力端子を介してデータ電圧を画素電極に伝達する。
【０００４】
　この種の液晶表示装置の中で、液晶層に電場を生成する画素電極および共通電極をスイ
ッチング素子が形成されている同じ基板の上に備えるものがある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開2002-323706号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明が解決しようとする課題は、二つの電場生成電極が同じ基板の上に配設される液
晶表示装置の透過率を高めることである。
【０００７】
　本発明が解決しようとする他の課題は、二つの電場生成電極が同じ基板の上に配設され
る液晶表示装置において信号線と電場生成電極との間の寄生容量を低減して信号遅延を極
力抑え、信号線と電場生成電極との間のクロストークを低減し、しかも、電場歪みによる
光漏れを低減することである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の一実施形態による液晶表示装置は、基板と、前記基板の上に配設され、略第１
方向に伸びる複数本の第１信号線と、前記複数本の第１信号線の上に配設されるゲート絶
縁膜と、前記ゲート絶縁膜の上に配設される複数の第１電極と、前記第１信号線と電気的
に接続されており、前記ゲート絶縁膜および前記第１電極を有する薄膜トランジスタと、
前記薄膜トランジスタと接続されており、前記薄膜トランジスタからデータ電圧が印加さ
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れる複数の画素電極と、前記画素電極と第１絶縁層を挟んで重なり合う共通電極と、を備
え、前記画素電極および前記共通電極のうちのいずれか一方は面状であり、他方は前記面
状の電極と重なり合う複数の枝電極を有し、前記画素電極の前記第１方向の長さは、前記
画素電極の前記第１方向に垂直な第２方向の長さよりも長く、前記複数の枝電極は前記第
１信号線に略並ぶように伸び、前記共通電極は、前記第１信号線と重なり合う部分を有す
る。
【０００９】
　前記共通電極の前記第１信号線と重なり合う部分は、前記第１信号線に沿って形成され
た開口部を有していてもよい。
【００１０】
　前記第１信号線は、前記薄膜トランジスタにゲート信号を伝達するゲート線を有してい
てもよい。
【００１１】
　前記液晶表示装置は、前記ゲート絶縁膜の上に配設され、前記第１電極と接続されてお
り、前記ゲート線と交差する複数本のデータ線をさらに備えていてもよく、前記薄膜トラ
ンジスタは、前記第１電極と対向し、前記画素電極と接続されている第２電極と、前記第
１電極および前記第２電極と重なり合う半導体と、をさらに備えていてもよい。
【００１２】
　前記液晶表示装置は、前記第１信号線に略並ぶように伸び、前記第１信号線と同じ層に
配設される複数本の共通電圧線をさらに備えていてもよく、前記共通電極は前記共通電圧
線と接続されていてもよい。
【００１３】
　前記複数本の第１信号線と前記複数本の共通電圧線は、前記第２方向に沿って交互に配
列されていてもよい。
【００１４】
　前記第２方向に配列された複数の画素電極を有する１画素行の画素電極は、前記複数本
のデータ線のうち一対の第１および第２データ線に交互に接続されており、前記一対の第
１および第２データ線が伝達するデータ電圧の極性は互いに反対であってもよい。
【００１５】
　前記第１信号線は、前記薄膜トランジスタにデータ信号を伝達するデータ線を備えてい
てもよい。
【００１６】
　前記液晶表示装置は、前記ゲート絶縁膜の上に配設され、前記第１電極と接続されてお
り、前記データ線と交差する複数本のゲート線をさらに備えていてもよく、前記薄膜トラ
ンジスタは、前記データ線と接続されているソース電極と、前記ソース電極と対向するド
レイン電極と、前記ソース電極および前記ドレイン電極の上に配設され、前記ソース電極
および前記ドレイン電極と重なり合う半導体と、をさらに備えていてもよい。
【００１７】
　前記第１信号線と前記共通電極との間に配設される絶縁層は、有機絶縁物質を含んでい
なくてもよい。
【００１８】
　前記半導体は、酸化物半導体を含んでいてもよい。
【発明の効果】
【００１９】
　本発明の実施形態によれば、二つの電場生成電極が同じ基板の上に配設される液晶表示
装置の透過率を高めることができる。
【００２０】
　また、信号線と電場生成電極との間の寄生容量を低減して信号遅延を極力抑えることが
でき、信号線と電場生成電極との間のクロストークを低減することができる他、電場歪み
による光漏れを低減することができる。
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【００２１】
　さらに、データ駆動回路チップの数を低減することができる。ゲート駆動回路を基板の
上に集積する場合、ゲート駆動回路の集積領域の設計自由度が大きくなって表示板の周縁
領域を減らすことができる。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】本発明の一実施形態による液晶表示装置の配置図である。
【図２】図１の液晶表示装置をＩＩ－ＩＩ線に沿って切り取って示す断面図である。
【図３】本発明の一実施形態による液晶表示装置の配置図である。
【図４】図３の液晶表示装置をＩＶ－ＩＶ線に沿って切り取って示す断面図である。
【図５】本発明の一実施形態による液晶表示装置の配置図である。
【図６】図５の液晶表示装置をＶＩ－ＶＩ線に沿って切り取って示す断面図である。
【図７】本発明の一実施形態による液晶表示装置の配置図である。
【図８】図７の液晶表示装置をＶＩＩＩ－ＶＩＩＩ線に沿って切り取って示す断面図であ
る。
【図９】本発明の一実施形態による液晶表示装置の配置図である。
【図１０】図９の液晶表示装置をＸ－Ｘ線に沿って切り取って示す断面図である。
【図１１】図９の液晶表示装置をＸＩ－ＸＩ線に沿って切り取って示す断面図である。
【図１２】図９の液晶表示装置をＸＩＩ－ＸＩＩ線に沿って切り取って示す断面図である
。
【図１３】それぞれ本発明の一実施形態による液晶表示装置の配置図であり、データ電圧
の極性を示す図である。
【図１４】および図１４はそれぞれ本発明の一実施形態による液晶表示装置の配置図であ
り、データ電圧の極性を示す図である。
【図１５】図９に示す液晶表示装置を製造する方法の段階を順番に示す配置図である。
【図１６】図９に示す液晶表示装置を製造する方法の段階を順番に示す配置図である。
【図１７】図９に示す液晶表示装置を製造する方法の段階を順番に示す配置図である。
【図１８】図９に示す液晶表示装置を製造する方法の段階を順番に示す配置図である。
【図１９】本発明の一実施形態による液晶表示装置の配置図である。
【図２０】図１９の液晶表示装置をＸＸ－ＸＸ線に沿って切り取って示す断面図である。
【図２１】本発明の一実施形態による液晶表示装置の配置図である。
【図２２】図２１の液晶表示装置をＸＸＩＩ－ＸＸＩＩ線に沿って切り取って示す断面図
である。
【図２３】本発明の一実施形態による液晶表示装置の配置図である。
【図２４】図２３の液晶表示装置をＸＸＩＶ－ＸＸＩＶ線に沿って切り取って示す断面図
である。
【図２５】本発明の一実施形態による液晶表示装置のブロック図である。
【図２６】本発明の一実施形態による液晶表示装置の配置図である。
【図２７】図２６の液晶表示装置をＸＸＶＩＩ－ＸＸＶＩＩ線に沿って切り取って示す断
面図である。
【図２８】図２６の液晶表示装置をＸＸＶＩＩＩ－ＸＸＶＩＩＩ線に沿って切り取って示
す断面図である。
【図２９】本発明の一実施形態による液晶表示装置の配置図である。
【図３０】図２９の液晶表示装置をＸＸＸ－ＸＸＸ線に沿って切り取って示す断面図であ
る。
【図３１】図２９の液晶表示装置をＸＸＸＩ－ＸＸＸＩ線に沿って切り取って示す断面図
である。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
　以下、添付図面に基づき、本発明の実施形態による液晶表示装置について本発明が属す
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る技術分野において通常の知識を有する者が容易に実施できるように詳しく説明する。し
かしながら、本発明は種々の異なる形態で実現可能であり、ここで説明する実施形態に限
定されない。
【００２４】
　図中、明確に表現するために、層、膜、板、領域等の厚さを拡大して示す。明細書全般
に亘って同じ参照番号が付されている部分は、同じ構成要素であることを意味する。層、
膜、領域、基板などの要素が他の要素の「上に」あるとしたとき、これは、他の部分の「
直上に」ある場合だけではなく、これらの間に他の要素がある場合も含む。反対に、ある
部分が他の部分の「真上に」あるとしたときには、これらの間に他の要素がないことを意
味する。
【００２５】
　まず、図１および図２に基づき、本発明の一実施形態による液晶表示装置について説明
する。
【００２６】
　図１は、本発明の一実施形態による液晶表示装置の配置図であり、図２は、図１の液晶
表示装置をＩＩ－ＩＩ線に沿って切り取って示す断面図である。
【００２７】
　図１を参照すると、本発明の一実施形態による液晶表示装置は、略行列状に配列されて
いる複数の画素ＰＸを備える。行方向はｘ方向とし、列方向はｙ方向とする。図２を参照
すると、断面構造からみたとき、相対向する下部表示板１００と上部表示板２００および
これらの二枚の表示板１００、２００の間に挟持される液晶層３を備える。
【００２８】
　まず、下部表示板１００について説明すると、絶縁基板１１０の上に複数本の信号線が
配設される。複数本の信号線は、ｘ方向に交互に配列されている第１信号線ＳＬ１と第２
信号線ＳＬ２を備えていてもよい。第１信号線ＳＬ１と第２信号線ＳＬ２は、略ｙ方向に
伸びる。第１信号線ＳＬ１と第２信号線ＳＬ２は、図１に示すように、ｙ方向に沿って周
期的に折り曲げられていてもよく、これとは異なり、直線状に伸びていてもよい。
【００２９】
　第１信号線ＳＬ１と第２信号線ＳＬ２は、異なる種類の信号を伝達することもでき、互
いに同じ種類の信号を伝達することもできる。例えば、第１信号線ＳＬ１と第２信号線Ｓ
Ｌ２は同じ種類の信号線であり、各画素ＰＸにデータ信号を伝達するデータ線であっても
よい。また、他の例を挙げると、第１信号線ＳＬ１は、各画素ＰＸにゲートオン電圧Ｖｏ
ｎとゲートオフ電圧Ｖｏｆｆの組み合わせからなるゲート信号を伝達するゲート線であっ
てもよく、この場合、第２信号線ＳＬ２は、共通電圧Ｖｃｏｍを伝達する共通電圧線であ
ってもよく、ゲート線であってもよい。
【００３０】
　第１信号線ＳＬ１と第２信号線ＳＬ２は、図１に示すように、ｘ方向に画素列ごとに配
置されてもよいが、これに限定されることはなく、２以上の画素列ごとに配置されてもよ
い。
【００３１】
　第１信号線ＳＬ１と第２信号線ＳＬ２の上には、ゲート絶縁膜１４０が配設される。ゲ
ート絶縁膜１４０は、窒化ケイ素（ＳｉＮｘ）または酸化ケイ素（ＳｉＯｘ）などの無機
絶縁物などから形成されてもよい。
【００３２】
　ゲート絶縁膜１４０の上には、第１保護膜１８０ａが配設されてもよい。第１保護膜１
８０ａは、有機絶縁物質または無機絶縁物質などから形成されてもよい。しかしながら、
第１保護膜１８０ａは省略されてもよい。
【００３３】
　第１保護膜１８０ａの上には、複数の画素電極１９１が配設されてもよい。各画素ＰＸ
に配設される画素電極１９１は略面状であり、第１信号線ＳＬ１または第２信号線ＳＬ２
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に平行な辺を有する多角形であってもよい。画素電極１９１のｙ方向の長さは、ｘ方向の
長さよりも長くてもよい。すなわち、１画素ＰＸのｙ方向の長さは、ｘ方向の長さよりも
長くてもよい。
【００３４】
　各画素電極１９１は、第１信号線ＳＬ１と第２信号線ＳＬ２との間に配設されてもよい
が、これに限定されない。画素電極１９１は、第１信号線ＳＬ１または第２信号線ＳＬ２
と重なり合っていなくてもよい。画素電極１９１は、ＩＴＯまたはＩＺＯなどの透明な導
電物質から形成されてもよい。
【００３５】
　画素電極１９１には、薄膜トランジスタなどのスイッチング素子（図示せず）を介して
データ信号が印加される。スイッチング素子は、第１信号線ＳＬ１または第２信号線ＳＬ
２と接続されている端子を備える。このとき、第１信号線ＳＬ１または第２信号線ＳＬ２
は、スイッチング素子の種々の端子が配設されている層のうち絶縁基板１１０と最も近い
層に配設されてもよい。
【００３６】
　画素電極１９１の上には、絶縁物質からなる第２保護膜１８０ｂが配設される。
【００３７】
　第２保護膜１８０ｂの上には、共通電極１３１が配設される。共通電極１３１は、各画
素ＰＸの画素電極１９１と重なり合い、互いに略平行に伸びるとともに互いに離れている
複数の枝電極１３３および第１信号線ＳＬ１および第２信号線ＳＬ２と重なり合う境界部
１３５を備える。
【００３８】
　１画素ＰＸに配設される複数の枝電極１３３は、上端および下端において互いに接続さ
れていてもよい。枝電極１３３同士の間領域はスリットと呼ぶ。
【００３９】
　境界部１３５は、ｘ方向に隣り合う画素ＰＸの境界近くに配設されてもよい。境界部１
３５は、図１および図２に示すように、第１信号線ＳＬ１および第２信号線ＳＬ２を覆っ
ていてもよい。ここで、覆うとは、第１信号線ＳＬ１または第２信号線ＳＬ２の並ぶよう
に伸びる両側周縁辺を覆うことを意味する。
【００４０】
　枝電極１３３と境界部１３５は、第１信号線ＳＬ１および第２信号線ＳＬ２に略平行に
伸びていてもよい。
【００４１】
　共通電極１３１には共通電圧が印加され、複数の画素ＰＸに配設される共通電極１３１
は互いに接続されている。第２信号線ＳＬ２が共通電圧線である場合、共通電極１３１は
第２信号線ＳＬ２と電気的に接続されていてもよい。共通電極１３１は、ＩＴＯまたはＩ
ＺＯなどの透明な導電物質から形成されてもよい。
【００４２】
　次いで、上部表示板２００について説明すると、絶縁基板２１０の上に遮光部材２２０
およびカラーフィルタ２３０が配設されていてもよい。遮光部材２２０は、第１信号線Ｓ
Ｌ１および第２信号線ＳＬ２を覆う部分を有していてもよい。遮光部材２２０は、隣り合
う画素ＰＸ間の光漏れを防ぎ、画素ＰＸを限定する開口部を備える。カラーフィルタ２３
０は、赤色、緑色および青色の三原色など基本色のうちの一つを表示することができる。
【００４３】
　図２とは異なり、遮光部材２２０およびカラーフィルタ２３０のうちの少なくとも一方
は、下部表示板１００に配設されてもよい。
【００４４】
　液晶層３は、液晶分子（図示せず）を含む。液晶分子は、電場がない状態でその長軸が
二枚の表示板１００、２００の表面に対して水平に配向されていてもよい。
【００４５】
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　データ電圧の印加された画素電極１９１は、共通電圧が印加された共通電極１３１と共
に液晶層３に電場を生成することにより、液晶層３の液晶分子の方向を決定して当該映像
を表示する。このため、画素電極１９１と共通電極１３１をそれぞれ電場生成電極と呼ぶ
。
【００４６】
　本発明の一実施形態によれば、各画素ＰＸのｘ方向の長さよりもｙ方向の長さの方がさ
らに大きい場合、共通電極１３１の枝電極１３３が略ｙ方向に伸びる。このため、枝電極
１３３がｘ方向に伸びる場合に比べて、枝電極１３３間のスリットの端部において発生し
得るディスクリネーション（ｄｉｓｃｌｉｎａｔｉｏｎ）領域が小さくなって液晶表示装
置の透過率を高めることができる。
【００４７】
　枝電極(133)の間のスリットの端部では液晶分子の方向が制御されずディスクリネーシ
ョン領域が発生し得る。しかし、もし画素(PX)のy方向の長さがさらに長い場合に枝電極(
133)がx方向に主にのびると、x方向に延びるスリットの端部、つまり画素(PX)の左右縁の
ディスクリネーション領域がy方向に延長されて非常に広いディスクリネーション領域が
生じる。しかし、本発明の一実施例によれば、枝電極(133)が主にy方向にのびるのでスリ
ットの端部が画素(PX)の上下縁部に位置し、ディスクリネーション領域も相対的に小さく
なる。
【００４８】
　また、共通電極１３１の境界部１３５と重なり合う第１信号線ＳＬ１または第２信号線
ＳＬ２は、画素電極１９１と接続されたスイッチング素子の種々の端子が配設される層の
うち絶縁基板１１０と最も近い層に配設される。より具体的に、本発明の一実施形態によ
れば、第１信号線ＳＬ１または第２信号線ＳＬ２はゲート絶縁膜１４０よりも下に配設さ
れ、さらに具体的に、絶縁基板１１０の真上に配設されてもよい。すると、第１信号線Ｓ
Ｌ１または第２信号線ＳＬ２と共通電極１３１との境界部１３５または画素電極１９１間
の距離が最大限に遠くなり得る。このため、第１信号線ＳＬ１または第２信号線ＳＬ２と
共通電極１３１との境界部１３５または画素電極１９１間の寄生容量を低減して第１信号
線ＳＬ１または第２信号線ＳＬ２の信号遅延を極力抑えることができる。なお、第１信号
線ＳＬ１または第２信号線ＳＬ２と共通電極１３１との境界部１３５または画素電極１９
１間のクロストークを低減して電場歪みによる光漏れを低減することができる。
【００４９】
　このように第１信号線ＳＬ１または第２信号線ＳＬ２と共通電極１３１との境界部１３
５または画素電極１９１間の寄生容量を低減することができるので、第１信号線ＳＬ１ま
たは第２信号線ＳＬ２と共通電極１３１または画素電極１９１との間に有機絶縁物質から
なる絶縁層を形成する必要がない。このため、第１保護膜１８０ａも有機絶縁物質を含ん
でいなくてもよい。このように、第１保護膜１８０ａなどの絶縁層を無機絶縁物質から形
成する場合、有機絶縁物質を用いる場合に比べて材料費を削減することができ、積層およ
びフォト工程などの工数および工程時間を減らすことができる。なお、有機絶縁物質によ
る光の吸収が発生しないので液晶表示装置の透過率をより一層高めることができ、厚い有
機絶縁物質層の接触孔を形成する必要がないので開口率の減少が発生しない。
【００５０】
　次いで、図３および図４に基づき、本発明の一実施形態による液晶表示装置について説
明する。
【００５１】
　図３は、本発明の一実施形態による液晶表示装置の配置図であり、図４は、図３の液晶
表示装置をＩＶ－ＩＶ線に沿って切り取って示す断面図である。
【００５２】
　図３および図４を参照すると、本実施形態による液晶表示装置は、上述した図１および
図２に示す実施形態による液晶表示装置とほとんど同様であるが、共通電極１３１の境界
部１３５が異なる。
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【００５３】
　共通電極１３１の境界部１３５は、図３および図４に示すように、ｙ方向に沿って長く
形成された開口部３５を備えていてもよい。図３には、第１信号線ＳＬ１の上に配設され
る境界部１３５のみが開口部３５を有すると示されているが、これに限定されることなく
、第２信号線ＳＬ２の上に配設される境界部１３５も開口部３５を有していてもよい。
【００５４】
　開口部３５のｘ方向の幅は、第１信号線ＳＬ１または第２信号線ＳＬ２のｘ方向の幅よ
りも大きくても小さくてもよく、第１信号線ＳＬ１または第２信号線ＳＬ２のｘ方向の幅
に等しくてもよい。開口部３５は、重なり合う第１信号線ＳＬ１または第２信号線ＳＬ２
の周縁辺を露出させてもよく、少なくとも一つの周縁辺を覆ってもよい。
【００５５】
　加えて、上述した図１および図２に示す実施形態の種々の特徴および効果が本実施形態
にも同様に適用される。
【００５６】
　次いで、図５および図６に基づき、本発明の一実施形態による液晶表示装置について説
明する。
【００５７】
　図５は、本発明の一実施形態による液晶表示装置の配置図であり、図６は、図５の液晶
表示装置をＶＩ－ＶＩ線に沿って切り取って示す断面図である。
【００５８】
　図５および図６を参照すると、本実施形態による液晶表示装置は、上述した図１および
図２に示す実施形態による液晶表示装置とほとんど同様であるが、電場生成電極の共通電
極１３１と画素電極１９１の積層位置が異なる。
【００５９】
　より具体的に、第１保護膜１８０ａの上に共通電極１３１が配設され、その上に第２保
護膜１８０ｂおよび複数の画素電極１９１がこの順に配設されていてもよい。
【００６０】
　共通電極１３１は絶縁基板１１０上の全面に形成されており、少なくとも一つの開口部
を有していてもよい。各画素ＰＸに配設される共通電極１３１は、面状であってもよい。
なお、共通電極１３１は、第１信号線ＳＬ１および第２信号線ＳＬ２と重なり合う。共通
電極１３１は、図５および図６に示すように、第１信号線ＳＬ１および第２信号線ＳＬ２
を覆っていてもよい。
【００６１】
　各画素電極１９１は各画素ＰＸの共通電極１３１と重なり合い、互いに略平行に伸びる
とともに互いに離れている複数の枝電極１９３を備える。１画素電極１９１の複数の枝電
極１３３は上端および下端において互いに接続されていてもよい。枝電極１９３同士の間
領域はスリットと呼ぶ。
【００６２】
　加えて、上述した図１および図２に示す実施形態の種々の特徴および効果が本実施形態
にも同様に適用される。
【００６３】
　次いで、図７および図８に基づき、本発明の一実施形態による液晶表示装置について説
明する。
【００６４】
　図７は、本発明の一実施形態による液晶表示装置の配置図であり、図８は、図７の液晶
表示装置をＶＩＩＩ－ＶＩＩＩ線に沿って切り取って示す断面図である。
【００６５】
　図７および図８を参照すると、本実施形態による液晶表示装置は、上述した図５および
図６に示す実施形態による液晶表示装置とほとんど同様であるが、共通電極１３１の構造
が異なる。
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【００６６】
　共通電極１３１は、ｙ方向に沿って長く形成された複数の開口部３５を有していてもよ
い。図７には、第１信号線ＳＬ１の上にのみ開口部３５が配設されると示されているが、
これに限定されることなく、第２信号線ＳＬ２の上に配設される共通電極１３１も開口部
３５を有していてもよい。
【００６７】
　開口部３５のｘ方向の幅は、第１信号線ＳＬ１または第２信号線ＳＬ２のｘ方向の幅よ
り大きくても小さくてもよく、第１信号線ＳＬ１または第２信号線ＳＬ２のｘ方向の幅に
等しくても良い。開口部３５は、重なり合う第１信号線ＳＬ１または第２信号線ＳＬ２の
周縁辺を露出させてもよく、少なくとも一つの周縁辺を覆っていてもよい。
【００６８】
　加えて、上述した図１および図２に示す実施形態の種々の特徴および効果が本実施形態
にも同様に適用される。
【００６９】
　次いで、図９から図１２に基づき、本発明の一実施形態による液晶表示装置の具体的な
構造について説明する。上述した実施形態と同じ構成要素に対しては同じ図面符号を附し
、重複する説明は省略する。
【００７０】
　図９は、本発明の一実施形態による液晶表示装置の配置図であり、図１０は、図９の液
晶表示装置をＸ－Ｘ線に沿って切り取って示す断面図であり、図１１は、図９の液晶表示
装置をＸＩ－ＸＩ線に沿って切り取って示す断面図であり、図１２は、図９の液晶表示装
置をＸＩＩ－ＸＩＩ線に沿って切り取って示す断面図である。
【００７１】
　本発明の一実施形態による液晶表示装置は、相対向する下部表示板１００および上部表
示板２００と、これらの間に挟持されている液晶層３と、を備える。上部表示板２００と
液晶層３は、上述した実施形態とほとんど同様であるため、ここでは詳細な説明を省略す
る。
【００７２】
　下部表示板１００について説明すると、絶縁基板１１０の上に複数本のゲート線１２１
および複数本の共通電圧線１２９を有する複数のゲート導電体が配設される。
【００７３】
　ゲート線１２１はゲート信号を伝達し、主としてｙ方向に伸びる。各ゲート線１２１は
、複数のゲート電極１２４を備える。
【００７４】
　共通電圧線１２９は共通電圧を伝達し、略ｙ方向に伸び、ゲート線１２１に実質的に平
行であってもよい。各共通電圧線１２９は、複数の拡張部１２８を備えていてもよい。
【００７５】
　ゲート線１２１と共通電圧線１２９は、ｘ方向に交互に配列されていてもよく、ｘ方向
に画素列ごとに配置されてもよいが、これに限定されない。図９は、ゲート線１２１が二
つの画素列ごとに一つずつ配置された構造の例を示している。なお、ゲート線１２１と共
通電圧線１２９は、図９に示すように、ｙ方向に沿って周期的に折り曲げられていてもよ
く、これとは異なり、直線状に伸びていてもよい。
【００７６】
　ゲート導電体の上にはゲート絶縁膜１４０が配設され、その上には半導体１５４が配設
される。半導体１５４は、非晶質シリコン、結晶質ケイ素または酸化物半導体などから形
成されてもよい。
【００７７】
　各半導体１５４の上には、一対のオーミックコンタクト部材１６３、１６５が配設され
ていてもよい。オーミックコンタクト部材１６３、１６５は、リンなどのｎ型不純物が高
濃度でドーピングされているｎ＋水素化非晶質シリコンなどの物質から形成されてもよく
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、シリサイドなどから形成されてもよい。しかしながら、オーミックコンタクト部材１６
３、１６５は省略されてもよい。
【００７８】
　オーミックコンタクト部材１６３、１６５の上には、複数対の第１および第２データ線
１７１ａ、１７１ｂと複数のドレイン電極１７５を有するデータ導電体が配設される。
【００７９】
　第１および第２データ線１７１ａ、１７１ｂはデータ信号を伝達し、主としてｘ方向に
伸びてゲート線１２１および共通電圧線１２９と交差する。第１および第２データ線１７
１ａ、１７１ｂのそれぞれはゲート電極１２４に向かって伸びた複数のソース電極１７３
を備える。
【００８０】
　１画素行ごとに一対の第１および第２データ線１７１ａが配置されてもよい。第１デー
タ線１７１ａと第２データ線１７１ｂはｙ方向に沿って交互に配置されてもよい。１画素
行の画素ＰＸは一対の第１および第２データ線１７１ａ、１７１ｂの間に配設されてもよ
い。図９は、平面視において、１画素行の上方に第１データ線１７１ａが配設され、下方
に第２データ線１７１ｂが配設される例を示している。ｙ方向に隣り合う画素行の間に配
設される第１および第２データ線１７１ａ、１７１ｂは、隣設して配置されていてもよい
。
【００８１】
　ドレイン電極１７５は、ゲート電極１２４を中心にソース電極１７３と対向する棒状端
部と、大面積の他の端部とを備える。
【００８２】
　ゲート電極１２４と、ソース電極１７３およびドレイン電極１７５は、半導体１５４と
ともにスイッチング素子である薄膜トランジスタＱを形成する。ソース電極１７３および
ドレイン電極１７５に覆われずに露出された半導体１５４部分は、チャンネル領域を形成
する。１画素行の画素ＰＸの薄膜トランジスタＱは、図９に示すように、上および下にそ
れぞれ配設される第１および第２データ線１７１ａ、１７１ｂに交互に接続されてもよい
が、これに限定されない。
【００８３】
　ドレイン電極１７５の上には、複数の画素電極１９１が配設される。各画素ＰＸに配設
される画素電極１９１は略面状であり、ゲート線１２１と共通電圧線１２９に平行な辺を
有する多角形であってもよい。画素電極１９１のｙ方向の長さは、ｘ方向の長さよりも大
きくても良い。すなわち、１画素ＰＸのｙ方向の長さは、ｘ方向の長さよりも大きくても
良い。
【００８４】
　各画素電極１９１は、ゲート線１２１と共通電圧線１２９との間に配設されてもよいが
、これに限定されない。画素電極１９１は、ゲート線１２１または共通電圧線１２９と重
なり合っていなくてもよい。画素電極１９１はドレイン電極１７５と直接的に接触され、
ドレイン電極１７５からデータ電圧が伝達され得る。加えて、画素電極１９１についての
説明は、上述した図１および図２に示す実施形態とほとんど同様であるため、ここでは詳
細な説明は省略する。
【００８５】
　本発明の他の実施形態によれば、画素電極１９１とドレイン電極１７５との間に第１保
護膜１８０ａがさらに配設されていてもよい。この場合、画素電極１９１は、第１保護膜
１８０ａの接触孔を介してドレイン電極１７５と電気的に接続されていてもよい。
【００８６】
　画素電極１９１の上には、第２保護膜１８０ｂが配設される。第２保護膜１８０ｂとゲ
ート絶縁膜１４０は、共通電圧線１２９の拡張部１２８を露出させる接触孔１８３を備え
る。
【００８７】
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　第２保護膜１８０ｂの上には、共通電極１３１が配設される。共通電極１３１は各画素
ＰＸの画素電極１９１と重なり合い、互いに略平行に伸びるとともに互いに離れている複
数の枝電極１３３およびゲート線１２１または共通電圧線１２９と重なり合う境界部１３
５を備える。境界部１３５は、略ｘ方向に隣り合う画素ＰＸの境界近くに配設されてもよ
い。境界部１３５は、ゲート線１２１および共通電圧線１２９を覆っていてもよい。共通
電極１３１の枝電極１３３と境界部１３５は、略ゲート線１２１および共通電圧線１２９
に平行に伸びていてもよい。
【００８８】
　共通電極１３１は、接触孔１８３において共通電圧線１２９の拡張部１２８と接触して
電気的に接続されてもよい。したがって、共通電極１３１の抵抗による共通電圧のばらつ
きを低減することができる。加えて、共通電極１３１は上述した様々な実施形態とほとん
ど同様であるため、ここでは詳細な説明は省略する。
【００８９】
　本発明の一実施形態によれば、各画素ＰＸのｘ方向の長さよりもｙ方向の長さの方がさ
らに大きい場合、共通電極１３１の枝電極１３３が略ｙ方向に伸びる。したがって、枝電
極１３３がｘ方向に伸びる場合に比べて、枝電極１３３間のスリットの端部において発生
し得るディスクリネーション領域が狭くなって液晶表示装置の透過率を高めることができ
る。
【００９０】
　枝電極(133)の間のスリットの端部では液晶分子の方向が制御されずディスクリネーシ
ョン領域が発生し得る。しかし、もし画素(PX)のy方向の長さがさらに長い場合に枝電極(
133)がx方向に主にのびると、x方向に延びるスリットの端部、つまり画素(PX)の左右縁の
ディスクリネーション領域がy方向に延長されて非常に広いディスクリネーション領域が
生じる。しかし、本発明の一実施例によれば、枝電極(133)が主にy方向にのびるのでスリ
ットの端部が画素(PX)の上下縁部に位置し、ディスクリネーション領域も相対的に小さく
なる。
【００９１】
　また、共通電極１３１の境界部１３５と重なり合うゲート線１２１は、薄膜トランジス
タＱの種々の端子が配設される層のうち絶縁基板１１０と最も近い層に配設される。より
具体的に、ゲート線１２１はゲート絶縁膜１４０よりも下に配設され、さらに具体的に、
絶縁基板１１０の真上に配設される。すると、ゲート線１２１と共通電極１３１との境界
部１３５または画素電極１９１間の距離が最大限に遠くなり得る。このため、ゲート線１
２１と共通電極１３１との境界部１３５または画素電極１９１間の寄生容量を低減してゲ
ート線１２１の信号遅延を極力抑えることができる。なお、ゲート線１２１と共通電極１
３１との境界部１３５または画素電極１９１間のクロストークを低減して電場歪みによる
光漏れを低減することができる。
【００９２】
　このように、ゲート線１２１と共通電極１３１との境界部１３５または画素電極１９１
間の寄生容量を低減することができるので、ゲート線１２１と共通電極１３１または画素
電極１９１との間に有機絶縁物質からなる絶縁層を形成する必要がない。したがって、第
１保護膜１８０ａを形成する場合でも、第１保護膜１８０ａは有機絶縁物質を含んでいな
くてもよい。このように第１保護膜１８０ａなどの絶縁層を無機絶縁物質から形成する場
合、有機絶縁物質を用いる場合に比べて材料費を削減することができ、積層およびフォト
工程などの工数および工程時間を減らすことができる。なお、有機絶縁物質による光の吸
収が発生しないので液晶表示装置の透過率をより一層高めることができ、厚い有機絶縁物
質層の接触孔を形成する必要がないので開口率の減少が発生しない。特に、本実施形態に
おいては、第１保護膜１８０ａを形成しないので、製造コストおよび製造時間をさらに減
らすことができる。
【００９３】
　以下、図９に基づき、本発明の一実施形態による液晶表示装置の動作について説明する
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。
【００９４】
　ゲート線１２１が伝達するゲート信号がゲートオン電圧になると、ゲート線１２１に接
続されている薄膜トランジスタＱがターンオンされる。すると、第１および第２データ線
１７１ａ、１７１ｂに印加されたデータ電圧がターンオンされた薄膜トランジスタＱを介
して当該画素電極１９１に印加される。画素電極１９１に印加されたデータ電圧と共通電
極１３１の共通電圧との差分は画素電圧として現れる。液晶分子は画素電圧の大きさによ
ってその配列を異にし、これにより、液晶層３を通過する光の偏光が変化する。このよう
な偏光の変化は偏光子（図示せず）によって光の透過率の変化として現れ、これにより画
素ＰＸは映像を表示する。
【００９５】
　１水平周期を単位として全てのゲート線１２１に順次にゲートオン電圧を印加し、全て
の画素ＰＸにデータ電圧を印加して１フレームの映像を表示する。１フレームが終わると
次のフレームが始まり、各画素ＰＸに印加されるデータ電圧の共通電圧に対する極性（簡
単に、データ電圧の極性という）が以前フレームにおける極性と反対になるようにできる
。
【００９６】
　このとき、１フレーム中に第１および第２データ線１７１ａ、１７１ｂのそれぞれが伝
達するデータ電圧の極性が一定であってもよい。また、１フレーム中に複数本の第１およ
び第２データ線１７１ａ、１７１ｂのうちの少なくとも二つは異なる極性のデータ電圧を
伝達してもよい。図９は、１画素行を中心に相対向する一対の第１および第２データ線１
７１ａ、１７１ｂが１フレーム中に異なる極性のデータ電圧を伝達する例を示す。このと
き、隣り合う第１および第２データ線１７１ａ、１７１ｂは、１フレーム中に互いに同じ
極性のデータ電圧を伝達することができる。図９に示すように、１画素行の画素ＰＸの薄
膜トランジスタＱは第１および第２データ線１７１ａ、１７１ｂに交互に接続されており
、隣り合う第１および第２データ線１７１ａ、１７１ｂに接続された画素ＰＸは対角線方
向に隣り合うので、ｘ方向またはｙ方向に隣り合う画素ＰＸに印加されるデータ電圧の極
性が互いに反対である１ｘ１点反転極性反転を実現することができ、これにより、画質劣
化を低減することができる。
【００９７】
　特に、本発明の一実施形態によれば、１フレーム中に第１および第２データ線１７１ａ
、１７１ｂそれぞれが伝達するデータ電圧の極性を一定にしながら第１および第２データ
線１７１ａ、１７１ｂの位置に応じて異なる極性のデータ電圧を印加して様々な極性反転
を実現することができてデータ駆動に要される消費電力を低減することができる。
【００９８】
　次いで、図１３および図１４にそれぞれ基づいて、本発明の一実施形態による液晶表示
装置の動作の他の例について説明する。
【００９９】
　図１３および図１４は、それぞれ本発明の一実施形態による液晶表示装置の配置図であ
り、データ電圧の極性を示す図である。
【０１００】
　まず、図１３を参照すると、本実施形態による液晶表示装置の動作は、上述した図９に
示す実施形態とほとんど同様であるため、相違点を中心に説明する。なお、上述した図９
等に示す実施形態の種々の効果が本実施形態にも同様に適用される。
【０１０１】
　１フレーム中に第１および第２データ線１７１ａ、１７１ｂそれぞれが伝達するデータ
電圧の極性は一定であるが、隣り合う第１および第２データ線１７１ａ、１７１ｂが伝達
するデータ電圧の極性は互いに反対であってもよい。このため、１画素行を中心に相対向
する一対の第１および第２データ線１７１ａ、１７１ｂが１フレーム中に伝達するデータ
電圧の極性は異なり、隣り合う第１および第２データ線１７１ａ、１７１ｂが伝達するデ
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ータ電圧の極性も異なり得る。図１３に示すように、１画素行の画素ＰＸの薄膜トランジ
スタＱは第１および第２データ線１７１ａ、１７１ｂに交互に接続されており、隣り合う
第１および第２データ線１７１ａ、１７１ｂに接続されている画素ＰＸはｙ方向に隣り合
うため、ｘ方向またはｙ方向に隣り合う画素ＰＸに印加されるデータ電圧の極性が互いに
反対である１ｘ１点反転極性反転を実現することができ、これにより、画質劣化を低減す
ることができる。
【０１０２】
　次いで、図１４を参照すると、本実施形態による液晶表示装置の動作は、上述した図９
に示す実施形態とほとんど同様であるため、相違点を中心に説明する。
【０１０３】
　本実施形態において第１および第２データ線１７１ａ、１７１ｂが伝達するデータ電圧
の極性は、図９に示す実施形態と同様であるが、１画素行の画素ＰＸの薄膜トランジスタ
Ｑは二つを単位として第１および第２データ線１７１ａ、１７１ｂに交互に接続されてお
り、隣り合う第１および第２データ線１７１ａ、１７１ｂに接続されている画素ＰＸは対
角線方向に隣り合うため、ｙ方向に隣り合う画素ＰＸに印加されるデータ電圧の極性が互
いに反対でありながら、ｘ方向には画素ＰＸ二つを単位としてデータ電圧の極性が変わる
１ｘ２点反転極性反転を実現することができ、これにより、画質劣化を低減することがで
きる。
【０１０４】
　加えて、薄膜トランジスタＱの配置と第１および第２データ線１７１ａ、１７１ｂが伝
達するデータ電圧の極性の配置を適切に調節して様々な極性反転を実現することができる
。
【０１０５】
　以下、上述した図９から図１２と結び付けて、図１５から図１８に基づいて、本発明の
一実施形態による液晶表示装置の下部表示板の製造方法について説明する。
【０１０６】
　図１５から図１８は、図９に示す液晶表示装置を製造する方法の段階を順番に示す配置
図である。
【０１０７】
　まず、図１５を参照すると、絶縁基板１１０の上に金属などの導電物質を積層し且つパ
ターニングして、ゲート電極１２４を有する複数本のゲート線１２１および拡張部１２８
を有する複数本の共通電圧線１２９を形成する。
【０１０８】
　次いで、図１６を参照すると、ゲート線１２１と共通電圧線１２９の上に無機絶縁物質
などからなるゲート絶縁膜１４０を積層する。次いで、ゲート絶縁膜１４０の上に半導体
１５４を形成する。次いで、島状オーミックコンタクト部材１６３、１６５をさらに形成
してもよい。次いで、半導体１５４の上に金属などの導電物質を積層し且つパターニング
してそれぞれソース電極１７３を有する複数対の第１および第２データ線１７１ａ、１７
１ｂおよび複数のドレイン電極１７５を形成する。
【０１０９】
　次いで、図１７を参照すると、ドレイン電極１７５の上にＩＴＯ、ＩＺＯなどの透明な
導電物質を積層し且つパターニングしてドレイン電極１７５とそれぞれ接触する複数の画
素電極１９１を形成する。
【０１１０】
　次いで、図１８を参照すると、画素電極１９１の上に無機絶縁物質などを積層し且つパ
ターニングして接触孔１８３を有する第２保護膜１８０ｂを形成する。
【０１１１】
　次いで、上述した図９を参照すると、第２保護膜１８０ｂの上にＩＴＯ、ＩＺＯなどの
透明な導電物質を積層し且つパターニングして画素電極１９１と重なり合う共通電極１３
１を形成する。
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【０１１２】
　以下に、図１９および図２０に基づき、本発明の一実施形態による液晶表示装置につい
て説明する。なお、上述した図９等に示す実施形態の種々の効果が本実施形態にも同様に
適用される。
【０１１３】
　図１９は、本発明の一実施形態による液晶表示装置の配置図であり、図２０は、図１９
の液晶表示装置をＸＸ－ＸＸ線に沿って切り取って示す断面図である。
【０１１４】
　図１９および図２０を参照すると、本実施形態による液晶表示装置は、上述した図９か
ら図１２に示す実施形態による液晶表示装置とほとんど同様であるが、共通電極１３１の
境界部１３５が異なる。
【０１１５】
　共通電極１３１の境界部１３５は、ｙ方向に沿って長く形成された開口部３５を有して
いてもよい。図１９には、ゲート線１２１の上に配設される境界部１３５のみが開口部３
５を有すると示されているが、これに限定されることなく、共通電圧線１２９の上に配設
される境界部１３５も開口部３５を有していてもよい。
【０１１６】
　開口部３５のｘ方向の幅は、ゲート線１２１または共通電圧線１２９のｘ方向の幅より
も大きくても小さくても良く、ゲート線１２１または共通電圧線１２９のｘ方向の幅に等
しくても良い。開口部３５は、重なり合うゲート線１２１または共通電圧線１２９の周縁
辺を露出させてもよく、少なくとも一つの周縁辺を覆っていてもよい。
【０１１７】
　次いで、図２１および図２２に基づき、本発明の一実施形態による液晶表示装置につい
て説明する。なお、上述した図９等に示す実施形態の種々の効果が本実施形態にも同様に
適用される。
【０１１８】
　図２１は、本発明の一実施形態による液晶表示装置の配置図であり、図２２は、図２１
の液晶表示装置をＸＸＩＩ－ＸＸＩＩ線に沿って切り取って示す断面図である。
【０１１９】
　図２１および図２２を参照すると、本実施形態による液晶表示装置は、上述した図９か
ら図１２に示す実施形態による液晶表示装置とほとんど同様であるが、電場生成電極の共
通電極１３１と画素電極１９１の積層位置が異なる。
【０１２０】
　より具体的に、図９から図１２に示す実施形態とは異なり、薄膜トランジスタＱの上に
第１保護膜１８０ａが配設され、その上に共通電極１３１が配設される。共通電極１３１
の上に第２保護膜１８０ｂおよび複数の画素電極１９１がこの順に配設されてもよい。
【０１２１】
　共通電極１３１は絶縁基板１１０上の全面に形成されており、各画素ＰＸに配設される
共通電極１３１は面状であってもよい。また、共通電極１３１はゲート線１２１と重なり
合い、共通電圧線１２９とも重なり合ってもよい。共通電極１３１は、図２１および図２
２に示すように、ゲート線１２１を覆っていてもよい。
【０１２２】
　各画素電極１９１は各画素ＰＸの共通電極１３１と重なり合い、互いに略平行に伸びる
とともに互いに離れている複数の枝電極１９３を備える。画素電極１９１は、第１保護膜
１８０ａと第２保護膜１８０ｂに形成されている接触孔１８５を介してドレイン電極１７
５と接続されてもよい。
【０１２３】
　次いで、図２３および図２４に基づき、本発明の一実施形態による液晶表示装置につい
て説明する。なお、上述した図９等に示す実施形態の種々の効果が本実施形態にも同様に
適用される。
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【０１２４】
　図２３は、本発明の一実施形態による液晶表示装置の配置図であり、図２４は、図２３
の液晶表示装置をＸＸＩＶ－ＸＸＩＶ線に沿って切り取って示す断面図である。
【０１２５】
　図２３および図２４を参照すると、本実施形態による液晶表示装置は、上述した図２１
および図２２に示す実施形態による液晶表示装置とほとんど同様であるが、共通電極１３
１の構造が異なる。
【０１２６】
　共通電極１３１は、ｙ方向に沿って長く形成された複数の開口部３５を有していてもよ
い。図２３には、開口部３５がゲート線１２１の上にのみ配設されると示されているが、
これに限定されることなく、共通電圧線１２９の上に配設される共通電極１３１も開口部
３５を有していてもよい。
【０１２７】
　開口部３５のｘ方向の幅は、ゲート線１２１または共通電圧線１２９のｘ方向の幅より
も大きくても小さくてもよく、ゲート線１２１または共通電圧線１２９のｘ方向の幅に等
しくても良い。開口部３５は、重なり合うゲート線１２１または共通電圧線１２９の周縁
辺を露出させてもよく、少なくとも一つの周縁辺を覆っていてもよい。
【０１２８】
　以下に、上述した図面と結び付けて、図２５に基づき、本発明の一実施形態による液晶
表示装置について説明する。
【０１２９】
　図２５は、本発明の一実施形態による液晶表示装置のブロック図である。
【０１３０】
　図２５を参照すると、本発明の一実施形態による液晶表示装置の下部表示板１００は、
ゲート駆動部４００ａ、４００ｂと接続されてゲート信号が伝達される。図２５は、下部
表示板１００の上部および下部のそれぞれに配設されるゲート駆動部４００ａ、４００ｂ
を示しているが、これに限定されることなく、どちらか一方にのみゲート駆動部４００ａ
、４００ｂが配設されてもよい。
【０１３１】
　本発明の種々の実施形態において、下部表示板１００のｘ方向の長さは、図２５に示す
ように、ｙ方向の長さよりも大きくても良い。この場合、ゲート線１２１が略ｙ方向に沿
って伸びるのでｘ方向に沿って伸びる場合に比べてゲート線１２１の長さが短くなり、各
ゲート線１２１に接続された薄膜トランジスタＱの数も少なくなるのでゲート信号の遅延
を低減することができる。
【０１３２】
　また、ゲート線にゲート信号を印加するゲート駆動部４００ａ、４００ｂが絶縁基板１
１０の上に集積される場合、各ゲート駆動部４００ａ、４００ｂを形成可能な面積がゲー
ト線１２１がｘ方向に沿って伸びる場合に比べて大きくなるので、ゲート駆動部４００ａ
、４００ｂの集積領域の設計自由度が大きくなる。このため、下部表示板１００の上下周
縁領域の幅を低減する余地も大きくなる。なお、データ線１７１がｘ方向に沿って伸びる
ので、データ線１７１がｙ方向によって伸びる場合に比べてデータ線１７１の数およびデ
ータ線１７１にデータ信号を印加するデータ駆動回路チップの数を低減することができて
コストを節減することができる。
【０１３３】
　次いで、図２６から図２８に基づき、本発明の一実施形態による液晶表示装置について
説明する。上述した実施形態と同じ構成要素に対しては同じ図面符号を附し、重複する説
明は省略する。
【０１３４】
　図２６は、本発明の一実施形態による液晶表示装置の配置図であり、図２７は、図２６
の液晶表示装置をＸＸＶＩＩ－ＸＸＶＩＩ線に沿って切り取って示す断面図であり、図２
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８は、図２６の液晶表示装置をＸＸＶＩＩＩ－ＸＸＶＩＩＩ線に沿って切り取って示す断
面図である。
【０１３５】
　本実施形態は、上述した図９から図２５に示す種々の実施形態とほとんど同様であるが
、ゲート線１２１が伸びる方向に相違点がある。
【０１３６】
　まず、下部表示板１００について説明すれば、絶縁基板１１０の上に複数本のデータ線
１７１と複数のドレイン電極１７５が配設される。データ線１７１は、主にｙ方向に伸び
る。各データ線１７１は、複数のソース電極１７３を備える。データ線１７１はｙ方向に
沿って周期的に折れていてもよいが、これに限定されるものではなく、直線状に伸びても
よい。ドレイン電極１７５は、ソース電極１７３と対向する部分を有する。
【０１３７】
　データ線１７１とドレイン電極１７５の上には複数の半導体１５４が配設される。半導
体１５４は、ソース電極１７３およびドレイン電極１７５と同時に重なり合う。半導体１
５４は、非晶質シリコン、結晶質ケイ素または酸化物半導体などから形成されてもよい。
酸化物半導体は、金属酸化物半導体であり、亜鉛（Ｚｎ）、インジウム（Ｉｎ）、ガリウ
ム（Ｇａ）、錫（Ｓｎ）、チタン（Ｔｉ）などの金属の酸化物または亜鉛（Ｚｎ）、イン
ジウム（Ｉｎ）、ガリウム（Ｇａ）、錫（Ｓｎ）、チタン（Ｔｉ）などの金属とこれらの
酸化物との組み合わせから形成されてもよい。ソース電極１７３およびドレイン電極１７
５と半導体１５４との間にはオーミックコンタクト部材（図示せず）がさらに配設されて
もよい。
【０１３８】
　半導体１５４の上にはゲート絶縁膜１４０が配設される。
【０１３９】
　ゲート絶縁膜１４０の上には複数のゲート電極１２４を有する複数本のゲート線１２１
が配設される。ゲート線１２１は主にｘ方向に伸びる。ゲート電極１２４は半導体１５４
、特に、ソース電極１７３とドレイン電極１７５との間の離隔空間と対向する部分の半導
体１５４の上に配設される。
【０１４０】
　ゲート電極１２４と、ソース電極１７３およびドレイン電極１７５は、半導体１５４と
ともに薄膜トランジスタＱを構成する。
【０１４１】
　薄膜トランジスタＱの上には第１保護膜１８０ａが配設され、その上には共通電極１３
１が配設される。共通電極１３１は面状であり、絶縁基板１１０の全面の上にプレート状
に形成されていてもよく、ドレイン電極１７５に対応する領域に開口部３８が形成されて
いてもよい。
【０１４２】
　共通電極１３１の上には第２保護膜１８０ｂが配設され、その上には枝電極１９３と接
続部１９５を有する複数の画素電極１９１が配設される。接続部１９５は、複数の枝電極
１９３の上および下の端部を繋ぎ合わせる。
【０１４３】
　ゲート絶縁膜１４０と、第１保護膜１８０ａおよび第２保護膜１８０ｂは、ドレイン電
極１７５を露出させる接触孔１８５を有していてもよい。画素電極１９１は、接触孔１８
５を介してドレイン電極１７５と電気的に接続されてそこにデータ電圧が伝達される。
【０１４４】
　下部表示板１００の内側面には第１配向膜１１が塗布されている。
【０１４５】
　次いで、上部表示板２００について説明すると、絶縁基板２１０の上に遮光部材２２０
およびカラーフィルタ２３０が配設されていてもよい。しかしながら、遮光部材２２０お
よびカラーフィルタ２３０のうちの少なくとも一方は下部表示板１００に配設されていて
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もよい。
【０１４６】
　カラーフィルタ２３０および遮光部材２２０の上には第２配向膜２１が塗布されている
。
【０１４７】
　第１配向膜１１および第２配向膜２１は、水平配向膜であってもよい。
【０１４８】
　本発明の他の実施形態によれば、共通電極１３１は、上述した図７および図８に示す実
施形態または図２３および図２４に示す実施形態のようにデータ線１７１に沿って形成さ
れた複数の開口部（図示せず）を有していてもよい。
【０１４９】
　最後に、図２９から図３１に基づき、本発明の一実施形態による液晶表示装置の構造の
他の例について説明する。上述した実施形態と同じ構成要素に対しては同じ図面符号を附
し、重複する説明は省略する。
【０１５０】
　図２９は、本発明の一実施形態による液晶表示装置の配置図であり、図３０は、図２９
の液晶表示装置をＸＸＸ－ＸＸＸ線に沿って切り取って示す断面図であり、図３１は、図
２９の液晶表示装置をＸＸＸＩ－ＸＸＸＩ線に沿って切り取って示す断面図である。
【０１５１】
　本実施形態による液晶表示装置は、上述した図２６から図２８に示す実施形態とほとん
ど同様であるが、電場生成電極の画素電極１９１と共通電極１３１の積層位置が変わり得
る。
【０１５２】
　より具体的に、図２６から図２８に示す実施形態とは異なり、薄膜トランジスタＱの上
に第１保護膜１８０ａが配設され、その上に複数の画素電極１９１が配設される。画素電
極１９１の上には第２保護膜１８０ｂおよび共通電極１３１がこの順に配設されていても
よい。
【０１５３】
　画素電極１９１は、ゲート線１２１およびデータ線１７１に囲まれた領域をほとんど満
たす面状であってもよい。画素電極１９１の全体的な形状は、実質的にゲート線１２１お
よびデータ線１７１に略平行な辺を有する多角形であってもよい。画素電極１９１は、ゲ
ート絶縁膜１４０および第１保護膜１８０ａに形成された接触孔１８５を介してドレイン
電極１７５と電気的に接続されてそこにデータ電圧が伝達される。
【０１５４】
　共通電極１３１は、各画素電極１９１と重なり合う複数の枝電極１３３およびデータ線
１７１と重なり合う境界部１３５を備える。境界部１３５は、ｘ方向に隣り合う画素ＰＸ
の境界近くに配設されてもよい。境界部１３５はデータ線１７１を覆い、データ線１７１
に略平行に伸びてもよい。
【０１５５】
　本発明の他の実施形態によれば、共通電極１３１の境界部１３５は、上述した図３およ
び図４に示す実施形態または図１９および図２０に示す実施形態のようにデータ線１７１
に沿って形成された複数の開口部（図示せず）を有していてもよい。
【０１５６】
　加えて、上述した種々の実施形態の特徴および効果が本実施形態にも同様に適用される
。
【０１５７】
　図２６から図２８または図２９から図３１に示す実施形態によれば、画素列の間にデー
タ線１７１が配設され、画素電極１９１の枝電極１９３は略ｙ方向に伸びる。また、共通
電極１３１はデータ線１７１と重なり合う。本実施形態においては、データ線１７１が画
素電極１９１と接続された薄膜トランジスタの種々の端子が配設される層のうち絶縁基板
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よりも下に配設され、さらに具体的に、絶縁基板１１０の真上に配設される。このため、
データ線１７１と共通電極１３１または画素電極１９１との間の距離が最大限に遠くなり
得る。したがって、データ線１７１と共通電極１３１または画素電極１９１との間の寄生
容量を低減してデータ線１７１の信号遅延を極力抑えることができる。なお、データ線１
７１と共通電極１３１または画素電極１９１との間のクロストークを低減して電場歪みに
よる光漏れを低減することができる。
【０１５８】
　さらに、データ線１７１と共通電極１３１または画素電極１９１との間に有機絶縁物質
からなる絶縁層を形成する必要がない。このため、データ線１７１と共通電極１３１また
は画素電極１９１との間に有機絶縁物質からなる絶縁層を形成する場合に比べて材料費を
節減することができ、積層およびフォト工程などの工数および工程時間を低減することが
できる。また、有機絶縁物質による光の吸収が発生しないので液晶表示装置の透過率をよ
り一層高めることができ、厚い有機絶縁物質層の接触孔を形成する必要がないので開口率
の減少が発生しない。
【０１５９】
　上記実施形態によれば、画素が長い方向に主にのびるようにスリットを形成して透過率
を向上し、かつスリットが延長される方向に延長される信号線をVcom電極が覆って信号線
と画素電極との間のクロストークを減らし、寄生容量による光漏れを減らすことができる
。また、重畳する信号線とVcom電極の間の静電容量による信号遅延を減らすためにVcom電
極と重畳する信号線をゲート絶縁膜の下に配置する。
【０１６０】
　以上、本発明の好適な実施形態について詳述したが、本発明の権利範囲はこれに何ら限
定されるものではなく、下記の請求範囲において定義している本発明の基本概念を用いた
当業者の種々の変形および改良形態もまた本発明の権利範囲に属するものである。
【符号の説明】
【０１６１】
　３：液晶層
　１１、２１：配向膜
　１００：下部表示板
　１１０、２１０：絶縁基板
　１２１：ゲート線
　１２４：ゲート電極
　１３１：共通電極
　１４０：ゲート絶縁膜
　１５４：半導体
　１６３、１６５：オーミックコンタクト部材
　１７１：データ線
　１７３：ソース電極
　１７５：ドレイン電極
　１８０ａ、１８０ｂ：保護膜
　１８３、１８５：接触孔
　１９１：画素電極
　２００：上部表示板
　２２０：遮光部材
　２３０：カラーフィルタ
　４００ａ、４００ｂ：ゲート駆動部
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